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１．概要（Summary） 

近年、ワイドギャップ半導体 Ga2O3が次世代のパワ

ーデバイス開発用途で注目を集めている。本研究では、

2次元層状酸化物とGa2O3を組み合わせた新しいデバ

イスの開発を行っている。今回、Fig. 1のようにGa2O3

基板の裏面からオーミックコンタクトを取ることを

目的に反応性イオンエッチングによる裏面処理の検

討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

アルバック多用途 RIE装置 

 

【実験方法】 

 加工対象ウエハには、Ga2O3 のUID基板（ドナー密度 

8×1017 cm-3）を用いた。アルバック多用途 RIEを利用し、

BCl3 ガスを用いて反応性イオンエッチングを Ga2O3 の

裏面に施した。イオンエッチング終了後に水で洗浄した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 反応性イオンエッチング後、各種電極でオーミック接触

が取れるかテストしたが現状では十分低い接触抵抗が得

られていない。今後、反応性イオンエッチング条件や反応

性イオンエッチングを行う前の前処理などを再検討した

い。 
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Fig. 1 Proposed reactive ion etching 

process. 


